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(57) Abstract: The aim of the 

invention is to integrate low -voltage 
logic elements and high- voltage power 
elements in one and the same silicon 
circuit. Said aim is achieved by 
dielectrically insulating chip regions 
having different potentials from each 
other with the aid of isolating trenches 
(10). In order to prevent voltage rises 
at sharp edges on the bottom of the 
isolating trenches, said edges are 
rounded in a simple process, part of the 
insulating layer (2) being isotropically 
etched- 

(57) Zusammenfassung: Zur 

Integration von Niederspan- 
nungslogikelementen und 

Hochspannungs-Leistungselementen in ein und demselben Siliziumschaltkreis werden Chipbereiche mit unterschiedlichen 
Potentialen voneinander durch Trenngraben (10) dielektrisch isoliert. Um Spannungsiiberhohungen an scharfen Kanten des 
Isoliergrabenbodens zu vermeiden, werden diese durch eine einfache Verfahrensweise mit isotropem Atzen eines Teils der 
Isolationsschicht (2) abgerundet. 
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ERZEUGUNG VON DIELEKTRISCH ISOLIERENDEN 
GRAEBEN DER SOI-TECHNOLOGIE MIT 
ABGERUNDETEN KANTEN FUER HOEHERE 
SPANNUNGEN 



Die vorliegende Erfindung betrifft im Allgemeinen die Herstellung von IVlikrostrul^turen 
auf isolierenden Substraten und betrifft insbesondere die Herstellung von 
Isolationsgraben auf SOI- (Silizium auf Isolator) Substraten. 

Zur Integration von Niederspannungslogikelementen und Hochspannungs- 
Leistungselementen in ein und dem selben Siliziumschaltkreis ist es haufig notwendig, 
Chipbereiche mit unterschiedlichen Potentialen voneinander zu isolieren. Bine 
Moglichkeit dazu ist die sogenannte dielektrische Trenngraben-lsolation. Dabei wird 
eine vertikal wirkende Isolation zwischen Bauelement und Substrat durch eine 
vergrabene isolierende Schicht, beispielsweise eine Siliziumdioxidschicht (Si02), Oder 
auch eine andere isolierende Schicht realisiert. Eine lateral wirkende Isolation wird 
erreicht durch das Atzen eines Grabens bis auf die vergrabene isolierende Schicht und 
ein anschlieRendes Wiederauffullen dieses tiefen Grabens mit isolierenden Schichten. 
Dabei kann auch nurein Teil des geatzten Grabens durch isolierende Materialien 
aufgefullt werden, und das restliche Auffullen des Grabens kann auch durch leitende 
Fullschichten, etwa Polysilizium, erfolgen. Durch sogenannte Planarisierungsschritte, zu 
denen beispielsweise geeignete Atzverfahren oder chemisch-mechanisches Polieren 
gehdren, wird eine Einebnung der Oberflache erreicht. Ein Stand der Technik, der sich 
generell an die Herstellung von Isoliergraben ohne besondere MaSnahmen zur 
Strukturierung der Kantengeometrie richtet, ist u. a. in EP-A 1 184 902 und 
EP-A 1 220 312 angegeben. 

Bei vielen Anwendungen von SOI-Bauelementen ist die Tendenz zum Einsatz hoherer 
Versorgungsspannungen erkennbar. An scharfen Grabenkanten des Isoliergrabens 
kann es dabei zu Feldstarkekonzentrationen und damit zu SpannungsuberhShungen 
und bei hoheren Spannungen folglich zu Oberschlagen kommen. Urn dies zu vermeiden 
Oder zu reduzieren, konnen die Kanten des Isoliergrabens in ihrer Form verandert 
werden. 

In US-A 2002/0,025,654 in den dortigen Figuren 14, 15a und 15b ist eine 
Isoliergrabenstruktur gezeigt, bei der die entsprechenden Kanten abgeschragt sind. 
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Damit warden Feldstarkespitzen an den Siliziumkanten verringert. Eine genauere 
Beschreibung des Herstellungsverfahrens erfolgt dort jedoch nicht. Aus der gezeigten 
Struktur kann gefolgert werden, dass die Abschragung zu Beginn und am Ende der 
eigentlichen Atzung des Isoliergrabens vorgenommen wird. Dies bedarf eines selir 
komplizierten und schwierig zu steuernden Atzprozesses. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine einfache und dennocli efflziente 
Verfalirensweise zur Abrundung von Grabenkanten eines isoliergrabens anzugeben, 
urn damit nachteilige FeidstSrkekonzentrationen zu reduzieren oder zu vermelden. 

Generell beruht die vorliegende Erfindung auf der Erkenntnis der Erfinder, dass die 
kritischen Stellen, die zu einer unerwQnschten Feldstarkekonzentration und damit 
SpannungsQberiifihung beitragen konnen, der Berelch des Oberganges der 
Grabenwandung zum Grabenboden ist, d. h. zur horizontal verlaufenden 
Isolationsschicht. Demzufolge wird im Hinblick auf ein einfaches und effizientes 
Verfahren erfindungsgemaii eine Technik zur Ausbildung verrundeter Grabenkanten 
genau in diesem Gbergangsbereich angegeben, das Im Wesentlichen dort wirksam Ist, 
wobel eine entsprechende Abrundung an den oberen Grabenkanten nicht erforderlich 
ist. 

Basierend auf dieser Erkenntnis fuhrt zur Losung der obigen Aufgabe ein Verfahren zur 
Erzeugung eines dielektrisch isolierenden Grabens mit abgerundeten Kanten von zu 
dem Graben benachbarten aktiven Slilzlumschichtbereichen an einem Obergang zu 
einer vergrabenen Isolationsschicht einer SOI-Struktur. Das Verfahren umfasst ferner 
das Ausfuhren eines Atzprozesses, der aus zwei Schrltten besteht, wobel im ersten 
Schritt der Graben bis zur Isolationsschicht geatzt wird und wobel Im zwelten Schritt 
unteratzte Gebiete an Seitenwanden des Grabens durch Isotropes Atzen eines Telles 
der Isolationsschicht gebildet werden. Ferner umfasst das Verfahren nach dem 
Atzprozess das thermische Oxidieren von Oberflachen des Grabens und der 
unteratzten Gebiete. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren ermoglicht also eine Abrundung von Grabenkanten 
am Grabenboden durch einen sehr einfach strukturierten Atzprozess, der zwei Schritte 
aufweist, wovon der erste Schritt ein selektiver anisotroper Atzschritt zum Atzen einer 
Siliziumschicht bzw. einer Silizium enthaltenden Schicht ist, bis die Isolationsschicht 
erreicht ist. Daran schlieCt sich der zweite Atzschritt an, der ein isotroper Atzprozess ist 
und selektiv im Wesentlichen Material der Isolationsschicht entfernt, um damit die 
unteratzten Gebiete an den Seitenwanden des Grabens zu erzeugen. Bei dem 
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nachfolgenden thermischen Oxidationsprozess ergibt sich somit im Bereich der Kante 
eine erhohte Oxidationsrate, da hier die Sauerstoffsdiffusion von zwei 
Oberflachenseiten aus erfolgen kann, und sich somit insgesamt in diesem 
Kantenbereich eine hohere Oxidationsrate als in benachbarten Oberflachenbereichen 
des Siliziums ergibt und damit eine verrundete Oxidschicht erzeugt wird. Fur den 
Atzprozess, der aus den beiden selektiven Atzprozessen besteht, konnen gut etablierte 
Prozessverfahren eingesetzt warden, so dass sich ein gut steuerbarer 
Kantenabrundungsprozess im Obergangsbereich der Grabenwand(ung) zum 
Grabenboden ergibt, wobei dennoch ein vergleichsweise wenig komplexer 
Verfahrensablauf fur eine kostengunstige Herstellung verrundeter Isolatlonsgraben in 
SOI-Substraten sorgt. 

In einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform wird die Isolationsschicht als 
Atzstoppschicht bei dem ersten Schritt verwendet. Infolgedessen konnen gut bewahrte 
anisotrope selektive Atzprozesse zum Atzen von Silizium angewendet werden, wobei, 
wenn die Isolationsschicht beispielsweise aus Siliziumdioxid aufgebaut ist, ein hoher 
Grad an Selektivitat fur gut bewahrte Siliziumatzprozesse erreicht wird, so dass ein gut 
steuerbarer Grabenatzschritt erreicht wird. Ferner ist es erfindungsgemali nicht 
notwendig, einen weiteren anisotropen Atzprozess anzufugen, in welchem der Graben 
bis in die Isolationsschicht hinein geatzt wird, da auf Grund des nachfolgenden 
isotropen Atzprozesses des Isolationsschichtmaterials die gewunschte Unteratzung und 
damit eine Freilegung einer weiteren Oberflache in der Nahe der Siliziumkante 
zuverlassig erreicht wird. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform ist im zweiten Schritt ein Materia labtrag an den 
Seitenwanden des Grabens auf Grund der Selektivitat des isotropen Atzens klein und 
fuhrt im Wesentlichen zu keiner Verrundung an oberen und unteren Kanten des 
Grabens. Auf Grund der Selektivitat des zweiten Schrittes sind keine besonderen 
Vorkehrungen wahrend des zweiten Atzschrittes zu treffen, da insbesondere an den 
oberen Grabenkanten eine ausgepragte Verrundung wahrend des nachfolgenden 
thermischen Oxidierens nicht beabsichtigt ist. 

Gemali einem weiteren Aspekt der voriiegenden Erfindung wird die zuvor aufgefuhrte 
Aufgabe durch ein weiteres Verfahren zur Erzeugung von dielektrisch isolierenden 
Graben mit abgerundeten Kanten aktiver Siliziumschichtbereiche in einem Ubergang zu 
einer vergrabenen Isolationsschicht einer SOI-Struktur gelost. Hierbei wird nach der 
Atzung des Isoliergrabens eine isotrope Atzung der vergrabenen Isolationsschicht 
vorgenommen, bei der unteratzte Gebiete in der vergrabenen Isolationsschicht 
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entstehen. Anschlieliend wird eine thermische Oxidation zur Erzeugung einer 
isolierenden Schicht auf den vertikalen Wanden des Isolationsgrabens sowie an 
Oberseiten der unteratzten Gebiete vorgenommen. 

Vorteilhafterweise ist hierbei die vergrabene Isolationsschicht als eine 
Siliziumdioxidschicht vorgesehen. 

Hinsichtlich dieses weitern Aspekts ergeben sich die gleichen Vorteile, wie sie auch 
zuvor bereits dargelegt sind. 
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Die Erfindung wird anhand von Ausfuhrungsbeispielen eriautert und erganzt, wobei 
darauf hingewiesen wird, daG. es sicli bei der folgenden Darsteliung um die 
Beschreibung von bevorzugten Beispielen der Erfindung handelt. 

Figur 1 zeigt einen mit der SOI-Technologie in Ubiiciier Weise iiergesteilten 
Isolatlonsgraben nach der Atzung, Verfullung und Planarisierung. 

Figur 2 zeigt einen Isolationsgraben mit abgeschragten Kanten, wie in 
US-A 2002/0,025,654 zu finden ist. 

Figur 3 zeigt sine Querschnittsansicht eines Teilschritts des Verfahrens zur 

Herstellung eines von melireren IsoliergrSben (Trench), wobei der gezeigte 
Isoliergraben nach einem isotropen Atzschritt zum Entfernen von Material 
aus der horizontalen Isolationsschiclit dargestellt ist. 

Figur 4 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines Bauelements mit dem 
Isoliergraben 10 nach einer thermischen Oxidation. 

Es sei darauf hingewiesen, dass in den Figuren durchgangig gleiche Komponenten mit 
gleichen Bezugszeichen belegt sind. 

Zur Verdeutlichung der Vorteile der Erfindung und Ihrer Beispiele sei mit Bezug auf die 
Figur 1 und 2 ein Bauteil mit einem Isolationsgraben gemaU konventioneller 
Herstellungsverfahren beschrieben. 

In Figur 1 ist nochmals der bisher Obiiche Stand der Technik veranschaulicht Auf einem 
Substrat 1 , das auch als Tragersubstrat Oder Handhabungsscheibe bezeichnet werden 
kann, liegt eine vergrabene Oxidschicht 2 und daruber eine aktive Siliziumschicht 3, 
welche durch einen mit Isolierschichten 4 und einer Fiillung 5 versehenen Graben 8 in 
benachbarte Bereiche 6 und 7 getrennt ist, die sich dann fur das Anlegen 
unterschiedlicher Potentiale eignen. Bei Anlegen eines ersten Potentials an der „lnsel" 
bzw. dem Bereich 6 und bei einem Anlegen eines entsprechenden zweiten Potentials 
an der "Insel" bzw. dem Bereich 7 bzw. am Tragersubstrat 1 kann es an einer Kante 15 
auf Grund der Geometrie zu einer Feldstarkekonzentration und damit zu einer 
Spannungsiiberhohung kommen. 

Figur 2 zeigt eine entsprechende Struktur gemaB dem Stand der Technik, wie er in 
US-A 2002/0,025,654 beschrieben ist, wobei entsprechend angeschragte Kanten an 
der Oberseite und der Unterseite der isolierenden Schicht 4 zu den Bereichen 6 und 7 
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vorgesehen sind. Eine entsprechende Abschragung an der Unterseite, d. h. an einem 
Obergang zur vergrabenen Oxidschicht 2, ist mit Bezugszeichen 16 benannt. 

Es wird im Wesentlichen eine Abschragung bzw. Verrundung an der Unterseite eines 
entsprechenden Isolationsgrabens zur Reduzierung von Spannungsuberhohungen 
erreicht, so dass sich eine entsprechende Abschragung an der Oberseite ggf. 
vermeiden lasst. Eine Abrundung der Kanten der aktiven Bereiche 6 und 7 oberhalb der 
vergrabenen Isolationsschicht 2 kann zur Vermeidung von Feldstarkespitzen in sehr 
effizienter und wenig komplexer Weise so erreicht werden, wie dies mit Bezug zu den 
Figur 3 und 4 nachfolgend beschrieben ist. 

Figur 3 zeigt ein TrSgersubstrat 1 , auf dem eine vergrabene Isolationsschicht 2 liegt, 
die in einer besonderen Ausfuhrungsform aus Siliziumdioxid aufgebaut ist, Qber der sich 
eine aktive Schicht 3, typischenweise eine Siliziumschicht, befindet. Die aktive Schicht 3 
ist durch einen Graben 10 in einen ersten Bereich 6 und in einen zweiten Bereich 7 
unterteilt, in denen beispielsweise Schaltungselemente entstehen konnen, die mit 
unterschiedlichen Betriebsspannungen zu betreiben sind. Wie gezeigt, weist der 
Graben 10 in der aktiven Schicht 3 im Wesentlichen vertikale Seitenwande 10a auf. 
Ferner ist unterhalb des Grabens 10 in der vergrabenen Isolationsschicht 2 ein Teil des 
Materials so abgetragen, urn in der vergrabenen Isolationsschicht 2 unteratzte Gebiete 
12 zu definieren, die weitere Oberfiachen 10b der aktiven Schicht 3 bzw. der Bereiche 6 
und 7 freilegen. 

Die in Figur 3 gezeigte Struktur kann wie folgt hergestellt werden. 

Das Tragersubstrat 1 , die vergrabene Isolationsschicht 2 und die aktive Schicht 3 
kSnnen als SOI-Substrat gemaB bekannter Verfahren hergestellt werden. Sodann wird 
eine Grabenatzung durchgefUhrt, um den Graben 10 in der aktiven Schicht 3 zu bilden. 
Dazu konnen bekannte lithographische Verfahren zur Herstellung einer entsprechenden 
Atzmaske durchgefUhrt werden, woran sich ein anisotroper Atzprozess auf der 
Grundlage einer zum Atzen des Materials der Schicht 3 geeigneten Atzchemie 
anschlielJt. Es sind fQr anisotrope Siliziumatzungen entsprechende bewahrte 
Atzprozeduren bekannt, die vorteilhaft hierbei verwendet werden konnen, wobei diese 
in der Regel ein hohes Mali an Selektivitat zu der vergrabenen Isolationsschicht 2, die 
beispielsweise in Form von Siliziumdioxid vorgesehen ist, aufweisen, so dass der 
anisotrope Atzprozess fur den Graben 10 im Wesentlichen an der vergrabenen 
Isolationsschicht 2 stoppt. 
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Nach dem Schritt des Atzens des Grabens 10 wird ein zweiter Schritt ausgeftihrt, der 
einen isotropen Atzvorgang beinhaltet, um damit die vergrabene Isolationsschicht 2 zu 
atzen, so dass es zu einer Unteratzung, d. h. zur Ausbildung von Gebieten 12, unter 
den Schichtbereichen 6 und 7 kommt, so dass damit die entspreclienden Oberflaclien 
10b freigelegt werden. Wie aus Figur 3 ersiclitlich ist, wird nur ein Teil der vergrabenen 
Isolationsschicht 2 wahrend dieses isotropen Atzprozesses abgetragen, so dass 
weiterhin eine Trennung zu dem darunter liegenden TrSgersubstrat 1 bestehen bleibt, 
bevorzugt etwa die HSIfte der Dicke der Schicht 2. 

Ferner veranschaulicht Figur 3, dass der isotrope Atzprozess zum Abtragen eines Tells 
der vergrabenen Isolationsschicht 2 zur Ausbildung der Unteratzungsgebiete 12 sehr 
selektiv ist, so dass praktisch kein Material der Schicht 3 oder 6/7 abgetragen uhd damit 
(im Wesentlichen) keine Verrundung von Kanten an der Oberseite oder von Kanten 15 
an der Unterseite des Grabens 10 stattfindet (obere und untere Enden des Grabens). 

Der Materialabtrag an den Seitenwanden des Grabens ist auf Grund der Selektivitat des 
isotropen Atzens "klein" und bevorzugt praktisch Null, erreicht aber beidseits eine 
Unteratzung 12, die mit weniger als der Halfte der Grabenbreite dargestellt ist. 
Bemessen an der Tiefe/Dicke der Isolationsschicht 2 ist das Mali des Abtrags etwa die 
Halfte der Dicke, und zwar in die Tiefe und in die jeweilige Breite. 

Praktisch Null ist so zu verstehen, dass es nicht messbar ist. 

Nach Beendigung des Atzprozesses, der aus dem ersten Grabenatzprozess und dem 
zweiten isotropen Prozess zum Entfernen von Material aus der vergrabenen 
Isolationsschicht 2 besteht, wird ein themnlscher Oxidationsprozess zur Ausbildung 
einer isolierenden Schicht auf freigelegten OberflSchen des Grabens 10 bzw. 10b 
durchgefahrt, hier noch nicht dargestellt. 

Figur 4 zeigt die Struktur nach dem AusfQhren des thermischen Oxidationsprozesses. 
Hier sind nun Grabenisolationsschichten 13 vorhanden, welche die Seitenwande 10a 
und die unteren Oberflachen 10b bedecken. Der Einfachheit halber ist eine 
entsprechende thermische Oxidschicht auf der oberen Oberflache der Schicht 3 bzw. 
6/7 nicht gezeigt. 

Bei der Durchfuhrung des thermischen Oxidationsprozesses ist die Oxidationsrate an 
der Geweiligen) Kante 15 (siehe Figur 3) deutlich hoher als an einem benachbarten 
Bereich der jeweiligen Seitenflache 10a und der unteren Oberflache 10b in der Nahe 



wo 2005/098936 



8 



PCT/DE2005/000618 



der Isolationsschicht 2. Somit wird bei der Oxidation an der Kante 15 eine Verrundung 
14 an einem Obergang der Isolationsgrabenseitenwand zur vergrabenen 
Isolationsschicht 2 gebildet. 

Ein weiterer Prozess zur AuffQIIung des Grabens 10 kann in einer bekannten Weise 
fortgesetzt werden, indem beispielsweise ein Fulimaterial 5, wie es in den Figur 1 und 
2 gezeigt ist, abgeschieden wird. 

Durch diese Vorgehensweise, d.h. durch einen Atzprozess mit zwei Atzschritten, in der 
zunSchst anisotrop ein Graben geatzt wird und anschlieBend isotrop IVIaterial der 
vergrabenen Isolationsschicht zur Freilegung eines UnterStzungsgebiets entfernt wird, 
mit anschlieRender thermischer Oxidation dieser durch den zweiten Atzschritt 
freigelegten Unteratzungsgebiete, werden zwei Effekte erzielt. 

Zum Einen wird die sich in der Tiefe verringernde Oxidationsrate durch den 
Oxidationsangriff von zwei Seiten zumindest in gewissem MaBe kompensiert, d. h. es 
entsteht ein dickeres Oxid. 

Zum Anderen erfolgt durch den beiseitigen Oxidationsangriff, d.h. durch den Angrlff an 
der Seitenwand 10a in der Nahe der Kante 15 und durch den Angriff an der freigelegten 
Oberflache 10b des Unteratzungsgebiets 12 in der Nahe der Kante 15, eine Abrundung 
der Kante 15, die zu der abgerundeten oxidierten "Kante" 14 fiihrt (als sich langs 
erstreckende Rundungen). 

In einer Ausfuhrungsform gestaltet sich ein Verfahren zur Erzeugung der dielektrisch 
isolierenden GrSben 8 mit abgerundeten Kanten 14 der aktiven Siliziumschichtbereiche 
6 und 7 im Obergang zu der vergrabenen Isolationsschicht 2 einer SOi-Struktur mit 
folgendem Ablauf. 

Es wird nach der Atzung des Isoliergrabens 10 eine isotrope Atzung der vergrabenen 
Isolationsschicht 2 vorgenommen, bei der unterStzte Gebiete 12 entstehen. 
Anschlieliend wird eine thermische Oxidation zur Erzeugung einer jeweils isolierenden 
Schicht 13 auf den gegenUberstehenden WSnden des Grabens (mit vertikalen Wanden) 
vorgenommen. 
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Anspriiche: 

1. Verfahren zum Herstelien, Bilden oder Erzeugen zumindest eines dielektrisch 
isolierenden Grabens (10) mit abgerundeten Kanten (14) von - dem Graben 
benachbarten - aktiven Siliziumschichtbereichen (6,7;3) an einem jeweiligen 
Obergangsbereich (14) zu einer vergrabenen Isolationsschicht (2) einer SOI- 
Struktur, wobei das Verfahren umfasst 

Ausfuhren eines Atzprozesses, der aus zwei Schritten besteht, wobei 

im ersten Schritt des Atzprozesses der Graben (1 0) bis 
zur isolationsschiiclit (2) geatzt wird; 

im zweiten Schritt des Atzprozesses durch ein isotropes 
Atzen eines Teils der Isolationsschicht (2) unterStzte 
Gebiete (12) an (beiden) Seitenwanden des Grabens 
(10) gebildet werden; 

nach dem Atzprozess ein thermisches Oxidieren von Oberflachen des Grabens 
(10) und der unteratzten Gebiete (12) erfolgt. 

2. Verfahren nach Anspmch 1 , wobei die Isolationsschicht (2) als Atzstoppschicht 
bei dem ersten Schritt verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei im zweiten Schritt ein Materialabtrag 
an den jeweils beiden Seitenwanden des zumindest einen Grabens (10) auf 
Grund einer Selektivitat des isotropen Atzens klein 1st und im Wesentlichen zu 
keiner Verrundung an oberen und unteren Kanten des Grabens (10) fiihrt. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei der Materialabtrag an den jeweils beiden 
Seitenwanden (10b) zu keiner Verrundung an oberen und unteren Kanten des 
Grabens (10) fuhrt und praktisch Null ist. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die thermische Oxidation zur 
Erzeugung der isolierenden Schichten (13) auf den vertikalen Wanden (10a) des 
Isolationsgrabens (10) sowie an Oberflachen (10b) der unteratzten Gebiete (12) 
vorgenommen wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die vergrabene Isolationsschicht (2) eine 
Si02-Schicht ist. 
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7. Verfahren zur Erzeugung von dielektrischen isolierenden Graben mit 
abgerundeten Kanten (14) aktiver Siliziumschichtbereiche (6,7) an einem oder im 
jeweiligen Gbergang zu einer vergrabenen Isolationsschicht (2) einer SOI- 
Struktur, 

wobei nach der Atzung zunnindest eines der Isoliergraben (10) 
eine isotrope Atzung der vergrabenen Isolationsschicht (2) 
vorgenonnmen wird, be! der unteratzte Gebiete (12) in der 
vergrabenen Isolationsschicht (2) entstehen; 

und wobei anschlieliend eine thermische Oxidation zur Erzeugung 
einer isolierenden Schicht (13) auf den vertikalen Wanden (10a) 
des Isolationsgrabens (10), insbesondere auch an Oberflachen 
(10b) der unteratzten Gebiete (12) vorgenommen wird, zur 
Bildung abgerundeter Kanten (14) der isolierenden Schichten (13) 
uberden Kanten (15) in den Ubergangsbereichen. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die vergrabene Isolationsschicht eine 
Si02-Schicht ist. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, wobei wahrend der isotropen Atzung ein 
Materialabtrag an den jeweils beiden Seitenwanden zu keiner Verrundung an 
oberen und unteren Kanten des Grabens (10) fiihrt und praktisch Null ist. 

10. SOI Wafer mit zumindest einem, bevorzugt mehreren dielektrisch isolierenden 
Graben (10) mit abgerundeten Kanten (14) von - dem Graben benachbarten - 
aktiven Siliziumschichtbereichen (6,7;3) an einem jeweiligen Obergangsbereich 
(14) zu einer vergrabenen Isolationsschicht (2), 

hergestellt oder herstellbar nach einem der voran-stehenden Verfahren. 



* * ** * 
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